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強誘電体材料は、強誘電性だけでなく圧電性

や電気光学効果などの多彩な物性を示すこと

から、不揮発性メモリや光スイッチ等の様々な

素子に応用がなされている[1]。強誘電体薄膜の

作製方法としては、スパッタリング法が最も

多く用いられているが、ターゲットと薄膜の

組成ずれが無視できないこと、薄膜のサイズ

に限界があること等が課題である。これに対

して、スピンコート法では常温常圧で大面積

の素子や薄膜試料が比較的簡易に作製であ

り、応用上有望な薄膜作製手法と期待されて

いる。しかしながら、スピンコート膜は一般

的に結晶性が悪く、特性もスパッタ膜に比較

すると劣ることが多い。そこで本研究では、

(Hf, Zr)O2 膜をバッファ層として用いた[2]ス

ピンコート法により、高品質な強誘電体薄膜

の作製を試み、その特性を調べた。実験では、

PbZr0.52Ti0.48O3(PZT)薄膜(膜厚約 150 nm)を、

SrRuO3(100)/Pt(200)/Hf0.25Zr0.75O2(110)/Si(100)

基板上に 6 回スピンコートすることにより作

製した(図 1(a))。成長した PZT 薄膜のアニー

ル (700℃、30 分)前後の XRD パターンを図

1(b)に示す。PZT 薄膜は(001) 方向に配向して

おり、逆格子マッピングによってエピタキシ

ャル成長が確認された。PZT 薄膜の強誘電性

を評価するために、分極電圧(P-V)曲線を 100 

Hz の下、異なる最大電圧で測定したところ、

25 V で残留分極 2Pr = 48.9 μC/cm2が得られた。

また、波長 340 nm の光照射(≈ 170 mW/cm2)

下における J-V 特性の測定では、ポーリング

により短絡電流密度に差が現れることが分

かった(図 1(c))。ポーリング印加による光起

電力特性の向上は、薄膜に内在する自発分極

による光起電力効果を示唆している。 
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Fig. 1. (a) Schematic and (b) XRD patterns of PZT/SRO/Pt/HZO/Si heterostructure. (c) J-V curves 

under UV-light irradiation (170 mW/cm2). 
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